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information

SSE 200, SSE 201, SSE 202

Hersteller: VEB Mikroelektronik .Anna Seghers” Neuhaus
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Silzium-npn=-Epitaxial -Flanar-NP-Transistoren filr allgemeine Anwendungen in der Hybrid- und Auf-
setztoohnik
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Bild 1: Gehluse
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Kurzzeichen  SSE 200 SSE 201 SSE 202  Eipheit
Eollektor=Basia=3pannung Uspo T0 100 120 v
Kollektor=Emitter-Spannung Ucgpy TO 100 120 I v
-UBE = 1Y
Emitter-Basia-Spennung Ugso 5 5 5 v
Kollektorstrom I, 30 30 30 " mh
Bagisatrom IB 10 10 10 mh
Gesamtverlustlelstung 150 150 150 mW
o
£ = 85 %, Ringe * ﬁ}ﬁ
Sperrachichttemperatur 150 150 150 %
Umgebungs temperaturvereich Jﬂnh «55 sue +150 =55 ... 4150 =55 ... +150 %
Lagerungstemperaturbereich 1!'-3.‘5 =55 sss #150 =55 ... 4150 =55 .,. +150 %
Wirmewiderstand Rinja 20,42 %0,42 50,42 K/
Sperrachicht=-Ungebung _ L
euf Keramik 8 x 30 x 0,7 mm’
Statische Kenpwerte
a Eursseichen SSE 200 S8E 201 SSE 202 Einheit
Kollektor-Emitter-Reststrom IGE'l.r & 1 = 1 ¥ 1 !-uh
-UBE =17V, UEE = l.lmﬁr .
Emitter-Basis-Reststrom IE:BD = 100 = 100 = 100 nA
UEB - 5 ?’. Iﬁ =
Kollektor-Emitter-Durchbruch~ U g 70 Z 100 = 120 v
apanmung | {BR)CEV
IG = | mh, 'U’BE = 1V
Kollektor-Emitter-Sittigungs=  Uggeay = 0,6 % 0,6 £0,6 v
spannung ;
Ic- 15 mA, IB-'D,‘jnl.
Gleichstromverstiriung T & 312 = 32 = 32
UGE- 3?, Ic = 101'“
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